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内容概要

本书是半导体器件电子学课程的教科书。
全书分5章，从现代电子学基础开始，依次讲述半导体体特性、PN结、双极结型晶体管(BJT)、金属氧
化物半导体场效应晶体管(MOSFET)等半导体器件电子学中最基本、最经典的内容。
本书还特别强调SPICE分析方法。
    本书属于基础课教材，内容经典，既可作为高校电子、电机、计算机等专业本科生或研究生教材，
也可作为有关工程技术人员的参考用书。
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